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［背景］ 水分と原料を混合し，ミストとして反応部まで運ばれた際に加熱によって水分が蒸発し原料が基板

に付着することで膜が形成されるミスト化学気相成長 (CVD) 法 は安全、安価なプロセスコスト，省エネル

ギーで環境負荷が小さい画期的な技術である[1]．しかし，ミストガス状になった原料の分解および薄膜の成

長メカニズムについては十分に明らかになっていない．今回は，ミスト CVD 法の薄膜成長メカニズムを解明

するアプローチとして，ミスト CVD 法による Ga2O3成長速度の温度依存性について検討したので報告する． 

［実験方法］ 図１に，実験に用いたミスト CVD の装置構成を示す．斜めサセプタの上に (0001)sapphire 基板

を設置し，Ga2O3成長を行った．キャリアガス 5.0 l/min，希釈ガス 0.5 l/min 一定とし，成長温度 360°C~720°C

にて 1 時間成長を行った．基板の下部，中央部，上部の３か所の膜厚を測定し，各場所における成長速度を求

めた． 

［実験結果と考察］ 図２に，基板の下部，中央部，上部の３か所における Ga2O3成長速度の温度依存性を示

す．成長温度に依存せず，サンプルの下部は成長速度が速く，上部では遅くなる傾向が見られた．また，成長

温度に対し，各温度領域で異なる振る舞いが確認された．領域Ⅰでは，成長温度をあげると成長速度が速くな

った．この領域は MOCVD 法における表面反応律速領域[2]にあたると予想される．領域Ⅲでは逆に，成長温

度をあげると成長速度の低下が生じた．これは脱離領域に入ることで成長速度が低下したと考えられる．領域

Ⅱは，輸送律速領域[2]に相当すると考えられるが，基板下部と上部での成長温度に対する成長速度の変化量

に大きな違いが見られた．当日は，Ga2O3の結晶構造や結晶品質も含めて議論する予定である． 

 

 

Fig. 1.  ミスト CVD の装置構成． Fig. 2. 基板の下部，中央部，上部の３か所に 
       おける Ga2O3成長速度の温度依存性． 
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